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布を直接測定し，表面濃度が高い場合はこの分布が理論的に求められる error function complernent 
分布からはずれた階段状分布になっているこを明らかにした。この実験結果から，シリコン中の燐の
拡散においては， Du, DL Di の 3 つの拡散係数を考え，これが燐のイオン化状態及び濃度によって
拡散に寄与する度合が異なり見掛上の拡散係数となってあらわれるとして拡散係数の異常性が良く説
L明出来る。 ここで Du， Df , Di はそれぞれ中性原子の速い拡散，電場加速によるイオンの拡散，及
び真性 vacancy rnechanisrn による拡散の拡散係数である。 叉燐の濃度と電気伝導度の関高濃係を
度領域で求め， 5 x 1020/cc 以上の濃度では易動度が低下することを明らかにした。
第 3 章 シリコン中の瑚素の拡散
シリコン中の棚素の拡散においても燐と同様の拡散係数の異常性を見出したが，拡散層の電気伝導




































を解決するために放射性同位元素 32p の拡散を精密なエッチングと G.m. 計数管で測定している。




の組合せによると考えれば説明できるとし前者は 1000 0C 附近でその値が後者の数十倍であり活性
化エネルギーも 18ev で後者の活性化エネルギーに比して小さいことを述べている。同様の事実は同





第 3 章はシリコン中のアクセプタ不純物である瑚素の拡散に関するものである。まず在来の PN
接合法でシリコン中の棚素の 1000 0C"-'1200 0Cでの見かけの拡散係数を erfc 分布を仮定して求める


















述べている。この応用としてまずシリコン Pn 接合半導体放射線検出器の薄い n 型拡散層の製作を
取り上げた。即ち前章までの結果を利用して階段状分布になるような条件で P 型シリコンに燐の高
濃度拡散を行なったところ，従来のものに比して表面抵抗を 1/30 ".J 1/50 に低下させ，約 1μ の厚み
の高電導度n 型層を再現性よく製作することに成功し，試作半導体検出器のα線エネルギ一分解の限度
を在来のものの約半分のO.6 ".J O. 8 %に向上させている D この型の検出器は現在製品化の段階にある D
また，最近トランジスタ高周波化の流れはメサ・トランジスタから表面安定性のよいプレナ・トラ









第 5 章は結論であって 4 章までに得られた結果を総括して述べている。
本論文で報告された放射性同位元素及び放射化分析を用いたシリコン中の燐及び棚素の拡散係数及
び不純物分布の色々の拡散条件における詳しい測定結果は拡散型 pn 接合を利用する半導体素子の製
造に際してのより所として従来の測定に優るものであり，さらに高濃度不純物拡散を用いる場合に半
導体工業がこれまで経験した色々な異常現象に一つの解決の糸口を与えたものといえる。
もとよりシリコン中の不純物拡散現象全体は極めて複雑な現象であるがその基礎的な解明に本研究が
寄与する所は大きいと考えられる。さらに本論文の成果を利用した階段状 pn 接合の製造技術は半導
体検出器の特性改善， pnp 型プレナ・トランジスタの製造に既に用いられているがこの他にも今後
色々な用途が考えられ半導体工業上極めて利用価値の高い研究と思われる。よって本論文は博士論文
として十分価値あるものと認める。
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